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【57】申請專利範圍
1.　一種光感測元件之製造方法，該方法包括以下步驟：提供一磊晶；執行一元件製程以於
該磊晶上形成一半導體結構，其中該半導體結構包括一光吸收層及複數側壁；執行一濕

蝕刻製程以使該半導體結構自各該側壁之表面向內形成一凹陷部；以及執行一塗覆製程

以於該半導體結構上形成一帶通濾波器層；其中藉由各該側壁之該凹陷部以阻斷自各該

側壁射入之光線進入該光吸收層。

2.　如請求項 1所述之製造方法，其中該凹陷部包括一斜面，該斜面與該半導體結構之一頂
面形成一傾角，且該傾角不大於 60度。

3.　如請求項 2所述之製造方法，其中於執行該元件製程以於該磊晶上形成該半導體結構之
步驟中，更包括以下步驟：於該磊晶上形成一第一半導體層；於該第一半導體層上形成

該光吸收層；以及於該光吸收層上形成一第二半導體層，以藉由該第一半導體層、該光

吸收層及該第二半導體層構成包括該複數側壁之該半導體結構。

4.　如請求項 3所述之製造方法，其中該凹陷部至少介於該頂面及該第一半導體層之間。
5.　如請求項 2所述之製造方法，其中該凹陷部相對於該側壁表面之凹陷深度隨著接近該光
吸收層而漸增。

6.　如請求項 3所述之製造方法，其中該光吸收層係以砷化銦鎵製成，且該第二半導體層係
以磷化銦製成。

7.　如請求項 1所述之製造方法，其中該濕蝕刻製程係採用包括氯化氫、乙酸及水之蝕刻液
或者包括銹水、銹素及乙酸之蝕刻液，以於各該側壁形成該凹陷部。

8.　如請求項 7所述之製造方法，其中於該濕蝕刻製程中，先利用光阻針對該半導體結構之
各該側壁進行預處理，接著針對已形成該磊晶及該半導體結構之物件以平躺方式放置於

具有該蝕刻液之蝕刻槽體內，並將該蝕刻槽體進行等向同心圓之搖晃，以藉由該蝕刻液

對該半導體結構進行蝕刻而形成該凹陷部。

9.　如請求項 1所述之製造方法，其中該帶通濾波器層之面積大於該光吸收層之面積。
10.   一種使用請求項 1至 9中任一項所述之製造方法製成之光感測元件，該光感測元件至少

包括：一磊晶；一半導體結構，位於該磊晶上，該半導體結構包括一光吸收層及複數側

- 7386 -



壁，各該側壁之自一側壁表面向內形成一凹陷部，藉由該凹陷部以阻斷自各該側壁射入

之光線進入該光吸收層；一帶通濾波器層，疊設於該半導體結構上。

圖式簡單說明

圖 1為本發明之光感測元件之製造方法之流程圖。
圖 2為本發明之光感測元件之實施例之結構示意圖。
圖 3為本發明之光感測元件之製造方法之細部流程圖。
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